Posudek na disertadni praci Ing. Ondieje Sika , Noise, Transport and Structural
Properties of High Energy Radiation Detectors Based on CdTe*, ptedlozené
v oboru ,,Fyzikalni elektronika a nanotechnologie®

Prace pana Ing. Ondieje Sika si klade za cil provést detailni rozbor pfiin poruchovosti
detektort CdTe/CdZnTe. Uvedeny polovodi¢ovy material je v soucasné dob¢ pokladan za
jeden z nejvhodnéjsich pro detekci a zobrazovani vysoce energetického zafeni.

Cela prace je tématicky rozd¢lena do zakladnich 7 ¢asti, z nichZ prvni 3 maji teoreticky
charakter a pojednavaji o pfipravé uvedeného materialu a podava struény ptehled teorii Sumu
polovodicovych soucastek.

Dalsi dv¢ kapitoly jsou experimentalniho razu. Jsou v nich popsany, shrnuty a s vysledky
jinych autord srovnany vlastni autorovy vysledky méieni

Posledni kapitola je vénovéana rozboru méfeni a interpretaci méteni.

Pro hodnoceni prace budu dale vychazet z bodového hodnoceni, navrzeného Oborovou radou
DS FEKT VUT .

1. Namét prace ,,Noise, Transport and Structural Properties of High Energy Radiation
Detectors Based on CdTe* se tyka objektt, které jsou jiz tradi¢né€ fazeny do védni
oblasti ,,Fyzikalni elektronika* a jsou zkoumany technikami pro tuto oblast
charakteristickymi. ProtoZe dimenzionalni charakteristiky zkoumanych objektt jsou
atomdrni a vétsi, Ize je povazovat za objekty nanorozmérné. Z téchto diivodi patii
piedlozena prace do védni oblasti ,,Fyzikalni elektronika a nanotechnologie* a je
velmi aktudlni z hlediska soucasného stavu védy.

2. Ptinos prace vidim zejména v Sirokém autorové ptistupu k problému, ktery si stanovil,
tj. ke zjisténi pficin poruchovosti tak subtilnich systémt, jako jsou polovodicové
elektronické soucastky. Autor k tomu piistoupil skute¢né komplexné, kromé méfeni
Sumovych charakteristik pouzil metodu rtg. fotoemisich charakteristik, metodu
sekundarni iontové hmotové spektroskopie a metody SEM, AES a XRD ke zjis§tovani
morfologie vzorkl a nakonec t€Z metod AFM a XPS.

Na zakladé téchto méteni autor ucinil n€které dilezité zavery, tykajici se pricin
poruchovosti tak specialnich polovodi¢ovych soucastek, jako jsou detektory
CdTe/CdZnTe.

3. Podle mého minéni byla podstatna ¢ast prace publikovana na potfebné urovni (viz
klasifika¢ni bodové ohodnoceni).

4. Pan Ing. Ondfej Sik prokazal, Ze je velice samostatnym badatelem se Sirokym
odbornym rozhledem, potiebnou vytrvalosti a vynikajici védeckou erudici.

5. ProtoZe neznam pana Ing. Ondfeje Sika osobné, nemohu dale dodat nic vice, nez
zduraznit znovu bod 4).






